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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Elektronische Schafter-Moduleinheit 

@ Eine elcktrische Schalter-Moduleinheit verwendet ei- 
nen oder mehrere Feldeffekttransistoren (8), die auf einer 
ieitenden Platte derart angeordnet sind, daf^ die Modul- 
etnheit bei kompaktem Aufbau und ausgezeichneten 
Warmeableitelgenschaften sehr hohe Strome schalten 
kann. Eine Anzahl von Ieitenden Platten (2, 4) ist durch ein 
Isoliermaterial miteinander verbunden, wobei das Isolier- 
material weiterhin etn Gehause (5) bildet. Ein oder nneh- 
rere Feldeffektlransistoren sind im Inneren des Gehiiuses 
(6) auf einer der Platten {2, 4) derart angeordnet, dafs eine 
elektrische Verbindung zwischen einem ersten Bereich 
des Feldeffekttransistors und der Platte (2, 4) hergestellt 
ist. Ein zweiter Bereich des Feldeffekttransistors ist elek- 
Trisch mit einer weiteren Ieitenden Platte (2, 4> verbunden. 
Eine Leiterplatte ist in dem Gehause angeordnet, wobei 
erne elektrische Verbindung zwischen dem zweiten Be- 
reich des Feldeffekttransistors und der Leiterplatte ausge- 
bildet ist. 




CM 
00 
LD 

00 

o 

o 
o 



UJ 

o 



BNSCXX:iD <0E i(}008&a2Ai I > 



BUNDESDRUCKEREI 07.00 002 035/110/1 



16 



DE 100 08 582 A 1 
1 2 



Hcschrcibung 

Die EHindung be/.ichi sich auf cine clckironischc Schal- 
ter-Modiilcinheii dcr ini C)bi:rbe*:ri(V dcs Anspruchs I gc- 
nannien An unci insbosoniicrc auf cine konipakie Schalicr- 
Moduleinhci!, die cine iiuic Warnieenergie-Ableiicharakte- 
risiik aufwcisl und in dcr T-age ist, einen sehr groBen Sironi 
y.u ruhren. 

ITochIeisiuni2sanv\cndun*ien errordem, daL^ tlie diesc 
Siroine liefcmden Schaliuntien in der l.agc sinii, sehr groLV 
Slronisiarkcn /.u liihrcn. IKvsiiniTiitc Anwenduneen lorilern 
die Wciicrlciiung von Sironien von niehr als 1 ()()() Ani}x;rc. 
I{in Bauieii, das (vpisclicrucisc in dcrani^cn Schaliungcn 
vcrwcndcl wirvl, isi ein Selialicr. iicispiclswcise crfordcn 
die ciekironischc SieucrsehaliLini! ftir cincn I-ahrz-cug-Tur- 
boladcr, cinen Superlaiier otier einen Supcr-Turboladcr das 
Schalicn dieser exircni groBen Sironie. Schalier fur deranige 
Schaliungen siehen eniwe«.icr als meehanisehe Schaiier <:xler 
clcktronische Schaller /.ur Vcrl ugung. Meehanisehe Sehaller 
vcrwendcn typischerweise eine An/.ahl von niciallischen 
Koniakispil/.cn. die dadurcli niiieinunder verbunden oder 
geirenni werden, daB eniueder inanuell cxier aulonialiseh 
cin Ixiler /.wisehen den Koniaklspii/en niechanisch bewegi 
wird. Meehanisehe SehaJier nui/.en sich ab und sind Ausfal- 
Icn unlcrworlen. 

Elckironischo Sehahcr vcrwendcn lypischcnveisc Transi- 
sioren, die in Abhiingigkeii von der An dcs Transistors 
durch Anlegen cines Basissironis oder cincr (jaic-Spannung 
cin- und ausiiesehahei werden konncn. TAris!unj!s-Meiall- 
oxid-I-eldeffekuransisioren ( MOSI l iT) und bipolare 'I ransi- 
sioren mil isoliener Gaie-Hlekirode (ICjIVI') (die nachfol- 
gcnd zur Vereinfaehuni: allgeniein als I-eldcn'ekliransislor 
oder VliT be/x*iehiiet ) werden als Sehaltiransisioren verwen- 
det, weil sic neben anderen nui /.lichen Higensehallcn ieiehi 
parallel /u sehaiicn sind und in tier Lage sind, groRe Slronic 
Au ruhren. Aulgrund ihrer Widersiandseigenschafien neigen 
Schaller auf der (jrundlage von M{'I-Bauieilen jedoch /.ur 
lirhii/.ung. Dies wird probleniaiisch, wenn hohe Siromlasicn 
gcschaiier werden. /usiil/hch bediniien Ilochsironi-Schal- 
icranwcndungen den liinsai/. nichrcrcr l-ek1clTcknransislo- 
rcti, dcren jcwciligc Gaic-. Drain- und Sourcc-Tilckiroticn 
parallel gcschaliei sind. Dicsc Parallelkonfiguralioncn crlor- 
dem groRe Moduleinheiten, uni die l-eldefTekriransisioren 
unier/ubringcn. Die Moduleinheiien erfordem weiierhin 
groBe Kiihlkorper. uni die Wariiie ab/.u!eiien, wodurch die 
Gesaim-PaekungsgroBe weiier vergroBeri wird. 

Der lirfinctung liegi die Aulgabe /.ugrunde, cine Schaller- 
Modulcinheii auf der Cirundlage von l-eldelVekiiransisiorcn 
Au schatTcn. die in /.uvcrliissiger Wcise einen groBcn Sirom 
schalicn kann, klcin ist, guie Wanncableiiciucnsehafien auf- 
wcisl und so angcordnci isl.daB sic cine gcringe Induklivitai 
aufweist. 

Dieso Aufgabc wird durch die ini Paienianspruch 1 angc- 
gcbcncn Merkniale geiosi. 

Vortcilhatic Ausgcsialiungcn und Wciicrbiidungen der 
Hrtindung crgcbcn sich aus den Unieranspruchcn. 

MrfindungsgeniaB wird cine Schaller- Moduleinheii, vor- 
/.ugsweise eine liin/.elsehaher- Mcxiuleinheiu aurderGrund- 
lage von l-cldelTckuransisiorcn (MiT) gesehalVen. wobei die 
Schalier-Moduleinheii /.uniindesi einen I-cldeffekdransisior 
und vor/.ugsweise eine An/.ahl von paralleien ]-el(ielVeki- 
iransisloren in I'onn von Tlaibieiierplanchen derari enihalL 
daB die Moduleinheii koinpaki. robusi und in der T.agc isi. 
cincn sehr groBen Strom /u schalicn, wiihrend guie Wiir- 
niccncrgic-Ablciicigcnschafien aurrcchierhallcn werden. 

Die vorliegcndc lirfindung ergibi cine clcktronische 
Schaller- Mo^iuleinheii. bei dcr eine Ba.sisplatie aus incinan- 
dergrcirenden Tcilcn vorgcschen ist. Die Basisplailc schlicBi 



cin crsics cickirisch leiiendes Element und ein zweiies elek- 
iri.sch Icitcndcs lilernent ein, die so angeordnet sind, daB sie 
incinandcrgrcifcn, wobci sich jedoch kein niechanischer 
k'nnr.'iki /u'ischcn dcrn cr.'Jien und zweiien elekirisch leiien- 

s den 1-lemcni crgibi. Das crsic elekirisch leitende Element 
uni I lias /weiie elekirisch Jcitcndc Eiemenr sind in einer ebe- 
nen Bc/iehung relaiiv xucinander angeordnet. Ein Gehause 
hiUiei ein Innenvolumen und besichl aus cinem Isoliennate- 
riak wobei lias Ciehause so ausgebildci isi, daB es das crsie 

i«> elekirisch leiiende lilcmcni und das /wcile elekirisch iei- 
lendc liicnicni in der ebenen Anordnung fcsilcgl. Zuiuindcst 
cin nalblciicrj")laiichcn weisi cine crsie Sciie. die an eincni 
dcr crsicn und /.wcilcn elekirisch Icilcndcn Elciucnlc bcfc- 
siigi isi umi mil dicscm in clcktrischcn Kontaki steht, und 

I cine /uciic Seile auf. die eJckirisch mil dcni anderen dcr er- 
sicn unil /v\ciicn cickirisch Icilcndcn Elenicnie gekoppcli 
isi. 

(icnuiB cinem weiiercn Gesichtspunki dcr Erfindung 
svhlieBen die ersten und /wcitcn elekirisch Icilcndcn Ele- 

20 menie levveils rippenformige .^nsaize auf, die auf zumindest 
einen lei I cines Unifanges der crsicn und zwcilcn elekthsch 
Icilcndcn lilcmcnie angeordnet sind. 

( iciiiaB cinem weiiercn Gesichtspunki dcr Erfindung sind 
die rip:vrlonnigcn Ansai/.c in das Isolicmiatcrial cinge- 

2.1 Ion III uiul in dicscm verankcru 

CicniaB cinem weiiercn Mcrknial der Erfindung ersirek- 
kcn sich iiie rip|vnforiiiigcn Ansalzc nach obcn und nach 
auBcn von /uminilcsi cinem dcr ersicn und zwciien elek- 
irisch Icilcndcn lilcmcnic. 

.*'> Vor/Aigsucisc ueiscn die crsicn und zwcilcn elekirisch 
Icilcndcn I 'lemenie jcweils cine crsic Seile und eine der er- 
sten Scitc gciicnuberliegcnde zwciic Sci ic auf, wobei zu- 
miiKlesi cin 'leil der ersten Seiic dcs ersten elekirisch Icilcn- 
dcn liiemcnies und /.uniindesi ein Teil der ersten Sciic des 

<s /weiten elekirisch leitenden Itlementes breiler als die jewci- 
iige /.wcile Seile isi. 

GcmiiB cinem bcvor/.ugicn Mcrknial der Erfindung sind 
die rippcnloniiigen Ansalzc synimcirisch uni cine Ebcnc, 
die in dcr Mine zwischcn dcr crsicn Sciic und dcr zwcilcn 

4<j Seile Jedcs der crsicn und zwciicn cickirisch Icilcndcn Elc- 
jiicnic angeoninei isi. 

CjcniaB cinem weiiercn Mcrkmal dcr Erfindung ist die 
Dicke der rippc*nJormigen Ansalzc klciner als die Dicke dcr 
ersten und /ueiien elekirisch leitenden lilcmente. 

-15 CjcmaB einem u cilcrcn Mcrkmal dcr Hrlindung bildcn die 
rippenlormigen .Ansiii/e enilang Jcwciliger ineinandcrgrei- 
Icnder Abschnitie der ersten und zwcitcn Elemcnlc cin an- 
genahen (.iurchgehendes 'leil, das sich in Liingsrichiung cni- 
lang dcs zumindest einen 'Veils des Unifangcs dcr crsicn und 

^) zwcilcn elekiri.sch leitcntien Elemcnlc erslrccki. 

GcmiiB cinem weiiercn Mcrkmal dcr Hrfindung sind die 
rippenlormigen Ansiii/c cnilang dcs IJmfangcs dcr incinan- 
dcrgrcifcndcn Abschnitie dcr crsicn und zwcilcn Elemcnlc 
ancinandcr angrenzend angeordnet. 

-vs GcmiiB cincr bcvor/ugicn Ausgcstaltung der Erfindung 
sind die TIalblciierbauieile I'eldeffckiiransisioren. 

CjcmiiB einem weiiercn Mcrkmal der vorlicgenden Erfin- 
dung isi cine gedruckie Leilerplalie vorgcschen, die in dem 
Innenvolumen des (iehiiuscs an^cordnci ist und in clckiri- 

(^) schem Koniaki mil dem zujiiindcsi cincn Ilalblcilcrplall- 
ehen siehi. 

Die Moduleinheii kann gemiiK cincr Ausfiihrungsfonii 
der lirtindung in cincn Verbrcnnungsnioior cingcfugi scin. 

CicmaB cincr bcvor/ugicn Ausgesialiung dcr Erlindung 
65 sind die 1-cldcffekiiransisiorcn auf Ilalblciicrplailchcn dcr 
CiroLW 4 ausgebildci. und die Moduleinheii isi so angeord- 
net. daB sic cinen elckiri.schcn Sirom von mchr als KKK) 
Ampere schalicl. 
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Hierbci isi cs ceinaB cincr AusfUhrungsfomi dcr vorlic- 
gcndcn lirlinduns: nioglich, cine Anzahl von Modulcinhei- 
icn clckirisch niitcinandcr /.u vcrbindcn, uni cincn Schalicr 
All schulVcn. (icr ck*r:iniyc Vcrhindtmijcn aurwcisl. d:j(.^ cin 3- 
Phascn- In verier I'ur schr litoLk* Siromc iicschaHcn wird. 5 

Die vorlicticndc lirlinduriL! criiihl wciicrhin cine clck!r<v 
nischc SchaliLT-M<.Hlulcinhcil /ur Vcrwcnduni! in cinciii 
Vcrhrcnnuniismoior, bci dcr cine liasisplaiie aus ineinander- 
grcilendcn Teilcn vorLicschen isi, die cin elckinscli Iciicndcs 
liinsicckeleiHcni und cin clckirisch leiicnvies Aulhahniccic- i'> 
luoni uiulavscri. liic so ancconinci sinii, daU sic ineinandcr- 
grcifcn. wohci sicli jedocli kcin nicchanisu-hcr Koniaki /vvi- 
schcn dcMi elekirisch leiiendcn liinsicckclciiicni und dcni 
clckirisch leiiendcn Aurnuhiiicclcnicni cr«:ihi. Oas clck- 
irisch Iciicndcn 1-jnsicckclcincni unil das clckirisch Icitcmlc i> 
Aulnahnicclenicn: sinii in cincr cbcncn lic/.ichuni: rclaiiv 
cinandcr aniieordnci. I-in (ichiiuse bildci cin Inncn\\>lunicn 
UPti hcslclit aus Isolicriiialcrial. ut^bci vias CichJusc so ahiic- 
foniu isi, daB cs ilas clckirisch Iciicndc Itinsicckclcnicni und 
das clckirisch leiicndc Aulnahincclcincni in diescr cbcncn 2o 
Anordnunii Icsilcjji. /uniinJcsi ein Halblcitcrplailchcn 
wcisi cine ersic Sciic. ilic an eincni vler clckirisch Iciicniicn 
liinsicck- okIct Aurnahincclcnicnic bclcsiis:! isi und mil die- 
scm in cickirischen Kv^n'iaki siehi. und cmc /wciic Sciic aul. 
die clckirisch niii ilciii andercii ilcr clckirisch leiiciulen 1*in- 23 
Sleek- und Aulhahineclciiienic i:ckop|x.'li isi. 

CjciiiiiB cineni Mcrkmal iicr l-rlindun^ kann das clckirisch 
Iciicndc ]:instcckclcincni in l'v>rni cincs " T' ^cbiidci scin. 
wahrenii das clckirisch Iciienilc Aurnah:ncelciiicni in I 'onii 
cincs "U" i!cbikici isi. 

CjcniiiB cincr Ausruhrunizslonn iicr I^liniluni: isi tier /.u- 
riiindcsi cine I cIdcUckiiransisior aul dctn clckirisch Iciien- 
lieu l:iiisicckclciucMi hcrcshel. 

Bci cincr anvicrcn .Ausl uhruniisronii ilcr Mrlimiunc isi dcr 
/uininticsi cine I cIdclVcktiranMsior an ilem elckirivch Iciicn-' 
den Aurnahmcelciiieni helesiii!i. 

Ciximal-^ einciii ^^cilcrc^ Mcrkmal tier \orlicsicndcr Mriin- 
dun^ schlieBi die NUxluIcinheii wciicrhin cinc iicitruckic 
Lcilcrplalic cin. the: 

in dcni InnenvoIuMicn des (ichaiiscs anjicordnci inI. 4i) 
ill clekirischcMj Koniaki mil ilcm /umindesi eincin Halhlci- 
icrplaiichen siclii. und 

an item clekinsch Iciicnilen l-insicckclcmeni belesiici isi 
Die ijcdruckic Lcilcrplalic isi \or/u»:sucisc rmiii*: in ilein 
Clciiausc ani!Ci»rdnci. 4> 

Wcitcre voncilnalic .Ausiiesialiunjicn und W'ciicrbiKiun- 
j:en dcr lirdndunL: enjchen sich aus tier nachlolnendcn lic- 
schreibuni; vier /eichnuniicn. die ohne liw'Whrankuni: bc\or- 
/.uiile Ausriihruniisronncn /ci^'cn. 

In lien /.eichnuniien /ciiicn: Sn 
Kij". 1 cine Draiilsichi ;ui:"cinc ersie Aiixhihriin/viiinii ci- 
ncr Schaiicr-Mixiulcinhcii yciiiaL: dcr xt»r.icceiidcn lirlm- 
iiun*:. 

Fig. 2 cinc Schnillansichi iicr crsicn Ausluhmniislorni 
dcr Schalier-Mixlulcinhcii nach Hj;. 1 cnilani* dcr Schnillli- 5> 

nic 2-2. 

3 cinc lindansichi licr Schalier-M^Hiulcint>eii tier cr- 
sicn Ausluhrunesionii dcr vorlicceniien Itrlmdunc. 

Kij», 4 cine Draulsichi aul das Xurnahmcclcnicnl dcr 
Schalicr-Modulcinhcii nach den Kiy. 1 bis f^) 

Fig. 5 cinc >chniiiansichi des in Fij», i;c/cii:lcn Aulnali- 
mcclcmenies cnilani: licr Schniiilinic 5-5. 

Fig. () cine .Schnilians:chi des ir Fig. ••c/cicicn Aulrali- 
mcclcmenies cnilanj: licr Schniiilinic (»-(>. 

Fig. 7 cine Scilcnansichi tics in Fig. 4 ^'c/cicien .Aulnah- f*^ 
mcclenienies. 

Fig. S cinc Draulsichi aul' lias l:;nsicckclcmeni lur ilic 
Scliaiicr-MiHiulcinhcii nach. tien I'ig. I bis }. 



4 

Fig. 9 cine Schnittansicht des in Fig. 8 gezeigten Ein- 
stcckclenicntes entlang der Schnittlinie 9-9, 

Fig. 10 cinc Scilcnansichi des in Fig. 8 gczeigicn Ein- 
sicckclcnicnts. 

Fig. 1 1 cine Draufsichi auf ein Autnahnieelcmeni der 
/wciicn Ausluhrun^sronn dcr Hrfindung, 

Hg. 12 cinc Schnillansichi des in Fig. 11 gczeigicn Auf- 
nahnieclenicnis cnilang dcr Schnildinic 12-12, 

Fig. 13 cinc Scilcnansichi des in Fig. 11 ge/^'igien Auf- 
nahmcclenienis. 

Fig. 14 cine Draufsichi auf cin Einsicckelenicnl der /wci- 
icn Ausfuhrungsfonii der voriicgenden lirfindung, 

Hg. 15 cine Schnillansichi des in Fig. 14 ge/.eigicn Auf- 
nahineeleiiients enilpng dcr Schniiilinic 15-15, 

Fig. 16 cine Scilcnansichi des in Fig. 14 gc/.cigicn Auf- 
nahnicclciiienis. 

Fig. 17 cine Anordnung cincr An/alil von Schaiier-Mo- 
dulcinhciicn, die liinsicckclcmcnic und Aul'nahincclcmcnic 
der crsien und /.weilcn Ausluhrungsfonnen vcrwcnden, um 
cine Drciphasen-Invenersiruklur mil hoher Leisiung zu 
schaiVen. 

In lien Zeichnungcn. in dencn glcichc Bc/ugs/ilTem glei- 
che Itlemenie bczcichnen, zcigen die Fig. 1 und 2 cine 
Draulsichi b/.w. cinc Schnillansich! cincr Ausluhrungsfonn 
dcr Schalicr-Modulcinlicil dcr vorlicgenden lirfindung. Die 
Schalier-Moduleinhcil isi koiiipakt und robust gcnug, uni in 
I'ahr/cuganwendungen vcrwcndet zu werden, wic zuin Bci- 
spiel als Schalicrbautci! in dcr clckironischen Sicucrschal- 
luni; l ur cincn Verbrcnnuniisinoior-'rurboladcr, Super-Lader 
^uier Supcr-Turboladcr. Der unicrc Abschniii dcrModulcin- 
hcii isi durch cine Basisplaiic aus zwci incinandcrgrcilcndcn 
iciicn gebildci, die ein leiicndes "U-forniiges" Aufnahnie- 
cicMieiii 2 und cin Iciicndcs "T-lormigcs" Hinsieckclemeni 4 
umlasscn. Die lilcmenic sind so gebildci, daB das Einsicck- 
elenicnl 4 in die cingekcrbic OlVnung in dcm Aurnahiueele- 
iiicni 2 paBi. Das Aufnahnieelcnicni 2 und das Hinsieckcle- 
meni 4 besiehen vor/.ugsweise aus Meiall. liin einsiiickig 
gclonnics IsvMicrgehausc 6 wird so abgeromu, daB das Auf- 
nahineelemeni 2 und das liinsieckelcmem 4 zusamnicn in 
ihrer cbcncn Lagc fesigelegl werden und sich cin Inncnvolu- 
iiicn crgihi, in dcm /.usal/Iichc Modulbauicilc angcordnci 
wcnicn konnen. 

Das Isolicrinaierial. das /.ur Hersiellung des Gehauscs 6 
vcrwcntiei wird. bcsiehi vor/.ugsweise aus cincni wiiniiclci- 
icntien. jedoch clckirisch nichl leiiendcn Kcraiiiiknialcrial. 
Das ( ichausc 6 kann durch Ahfoniicn odcr durch maschincl- 
Ics Bcarbeiicn lies Isolicrmaierials, odcr durch cine Kombi- 
naiion diescr Vcrfahren licrgesielli werden. Hin (nichl gc- 
zeigicn IX-ckel kann wahlweise an der Oberseile des Cie- 
hiiuses 6 bel'estigi werden. Weiierhin kann das Innere des 
(Ichinivcs mil eineni lst>liergel «xier einer Vergul^masse ge- 
liiili ucrden. sohald die Modul-Bauieile zusaiiimcngebaui 
vvur.ler. Wic dies in cier Technik gui bckanni isi. vcrbesscri 
liie Verv\eniiung von VerguLMiiaierial die Wanueableiiung 
und vemngcri Moduleinhcii-.Auslalle aul'grund von niecha- 
nischcn .Schu ingungen. 

Aul iiem Aurnahineelemeni 2 sind auf dcm sich innerhalb 
des Cichauses 6 befin(ilichen Abschniii mehrere 1-eldclVekl- 
iransisioren 8 angcordnci. Die l-eldcrrckiiransisiorcn 8 sind 
ivpischerucise rohc MOSMrr-naibleiierplaiichen, die mil 
llille cincs l:\p*.>.\v-KIcbeiniiiels odcr durch Loien an dcm 
leiiendcn Aulnahmcclcmcni 2 bel'esiigl sind, Beispielsweise 
sind geiiiaU Fig. 1 insgcsanu /.woU l 'eldelVekuransisioren X 
um lias .Aurnahiiieelemeni 2 hcruni in 1-orm cincs nuleiscns 
angcordnci. lis sei bemcrkl, daB nichl aile dcr l-cldclVckl- 
iransisiorcn 8 /um Sehalien von .Sironicn erforderlieh sind. 
und lial^ cin ixlcr mchrcre I cldcnckltransisiorcn von licr An 
scin konnen. die /.ur .Siromnie.ssung verwendei wird. 
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Die Anordnung der Feldeffekttransistoren 8 in dieser 
Weise fiihrt /.u cincr gleichfonnigen Verieilung der Wamic 
iiber den gcsamicn Basisicil der Modulcinheii. Obwohl das 

Ttinsieckclcrncni 4 keinc Halbleuerhauteilc aufweisl, isl es 
iihcr das Gchiiusc 6 mil dciii Aufnahnicelenient 2 warnielei- 5 
lend verbundcn, so daB sich cine i^usatzliche Oberflache er- 
gibu von der Wamicencrgie abgeleilel werden kann. Zusatz- 
iich konncn Ktihlkorpcr an der Hasisflachc befesrigi werden, 
wcnn dies fur cine besiiniiuie Anwendung erwiinschi isi. 

Die l-eldeffekiiransisioren 8 sind wic Iblgl angebrachi lO 
und verbunden. Die Drain-Hieklroden 10 (siche Fig. 2) auf 
der Unierseiie der l-eldetTekiiransisioren sind mil dcni Auf- 
nahijieelerneni 2 verbunden, wobei ein clekirischer Kontaki 
zwischen diesen Teilen hergesielll wird. Der Source-Bercich 
12 jcdes I •cldclVeki transistors 8 isl elekirisch uber ein oder 15 
niehrcre Sourcc-Drahlkontaktierungs-Vcrbindungen 14 mil 
dcni Hinsieckclcnicni 4 verbunden. Sclbsivcrsiandlich kann 
auch der Sourcc-Bcrcich iibcr Drahlkonlaklicrungsvcrbin- 
dungcn niit dcin Aufnahnicelenient 2 verbunden werden, 
wiihrend die Drain-BIekiroden mil dem Einsieckelemeni 4 20 
verbunden sind. 

Oberhalbdes Aufnalinieelenienies 2 unddes Einslcckele- 
nienies 4 in deni Gehause 6 befindei sich cine gedruckic Lci- 
tciplanc 16. Auf der gedruckicn Lciierplaiic 16 isl cin Mu- 
sier ausgebildel, das eine Leiierbahn fiir die Gale-Konlakl- 25 
anschluGkissen 18 und die Source-McB-KoniakianschluB- 
kisscn 20 mil eincni Gaie-KoniakianschluBsiifi 22 bzw. ei- 
nem Sourcc-MeB-KontakianschluBsiift 24 verbindct. Die 
Verwendung eincs Gate-Kontak(anschluBsnfics 22 und ei- 
nes Sourcc-MeB-KontakianschluBstifies 24 ergibt eine 30 
zweckmiiBige Moglichkeii zur Zuflihrung der Gaie-/Source- 
Spannung, die zuni Schalicn der Fcldeffekiiransisioren 8 er- 
forderlicli isl. 

Der Gaic-Bcreich 26 jedes Fcldeffekiiransisiors 8 isl 
elekirisch mil deni jeweiligen Gate-KoniakianschluBkissen 
18 iiber eine Gaie-Drahkoniakiierungsverbindung 28 ver- 
bunden. Der Source-Bereich 12 jedes I 'eideffcktrransistors 8 
isl zusaizlich elekirisch mil scineni jeweilicen Source-MeB- 
KoniakianschluBkisscn 20 iibcr Sourcc-MeB-Drahlkoniak- 
lierungs-Verbindungen 30 verbunden. 40 

Wic dies weiier unien ausfuhrlich criautert wird, enihal- 
len das AufnaJiJiiceleiiieni 2 und das Einsieckelemeni 4 je- 
weils eine Reihe von rippenlormigcn Aufnahmeclenieni- 
Ansatzen 32 und Einsieckelement-Ansalzen 34. Die rippen- 
Ibnnigen Ansalzc sind enilang des Umfangs des Aufnahme- 45 
elenientes 2 und des Einsieekteils 4 auf den Teilen dieser 
Bauieile angeordnet, auf denen das Cjehiiuse 6 abgeformi 
wird. Die .'Vnordnung der rippenfonuigen Aufnahmeicil- 
Ansaizc 32 und Einsicckelemeni-Ansaize 34 isi derart, daB 
wenn die Moduieinheii abgefonnt wurde, die rippenfonni- 50 
gen Ansalze eine zusiiizlichc Siabiliiiii und I'estigkeil fiir die 
Moduleinheii dadurch ergcben, daB sich eine zusiit/lichc 
Oberflache ergibi. urn die heruni ein ]-onnieil abgefonni 
werden kann. Wic dies in Fij;. 1 gczeigl ist, sind die rippen- 
fonuigen Aufnahmeclement-Ansatzc 32 und Einsieckleil- 55 
Ansiiize 34 in einer unicrbrochenen Weise deran angeord- 
ncl, daB die rippenformigen Aufnahnjcclenieni-Ansaizc 32 
und Iiinsieckelenicni-Ansaize 34. die auf den ineinander- 
greifenden Obcrfliichen des Aufnahnieelemenies 2 und des 
Einsieckelementes 4 iiegen, cinen anniihernd aneinander- 60 
gren/enden Ansaizbereich bilden, ohne daB es erforderlich 
isl, daB das Aufnahmeelemeni 2 und das Einsieckelemeni 4 
in mechanischcm Koniaki niiieinander sichcn. Berciche auf 
den AuBenoberHiichen des Aufnahnieelemenies 2 und des 
Einsicckclemenles 4. auf dcncn das Gchiiusc 6 abgeformi 65 
wird, weisen cbenfalls rippenfomiitie Ansatzbereiche auf 
Wic dies wciicr unicn erlauieri wird. konnen die rippenfor- 
migen Autnahmeelemeni-Ansaize 32 und Einsieckelemeni- 
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Ans^tze 34 jeweils als ein ann^hemd angrenzendes Teil in 
Langsrichtung entlang jedcr Seite des Aufnahmeelementes 
2 und des Hinsteckelementes 4 ausgebildet sein, die in das 
Gehause 6 eingefonni wird. 

Fig. 3 zeigi eine Endansichi der Moduleinheii. Es sei be- 
merkt, daB das Gehause 6 so gefomit isl, daB ein Teil hier- 
von das Aufnahme element 2 und das Einsieckelemeni 4 
iiberlappu uni einen ebenen Bereich eniiang der Unierseiie 
der Schalier-Moduleinhcii zu bilden. 

Fig. 4 zeigl eine Draufsichi des Aufnahnieelemenies 2 fur 
die in den Fig. I bis 3 gczeigie Moduleinheii. Es sei jedoch 
bemerkl, daB dieses Aufnahmeelemeni 2. das in dieser Figur 
gezeigl isl, eine abgcandcrte Ausfuhrungsfonn der rippen- 
fonuigen Aufnahmeelenienl-Ansatze 32 aufweisi. Wie dies 
in Fig. 4 gezeigl isl. sind die Aufnahmeelemeni-Ansatze 32 
nahezu angrenzend enilang jeder Sehe ausgebildel. die bei 
der Bildung des Gehauses 6 eingefonm wird. Das Aufnah- 
meelemeni 2 ist in Form cincr cinzigcn mciallischcn Struk- 
lur ausgebildel, die einen Drain-Befestigungsbereich 36 und 
einen Aufnahmeelemeni-Gehausebereich 38 umfaBi. Der 
Drain-Befesiigungsbereich 36 liegi auBerhalb des Gehauses 
6, und der Aufnahmeelemeni-Gehausebereich 38 isi im In- 
neren des Gehauses 6 cingcformi und dies isi auBerdem der 
Teil des Aufnahmeelementes 2, auf dem die Feldeffckrtran- 
sisloren 8 befesligi sind. Der Drain-Befesiigungsbereich 36 
ist mil einem oder mehreren Befesiigungsbohrungen 40 des 
Aufnahmeelementes zur HersicUung extemer Drain-An- 
schlusse und zur Befesiigung der Moduleinheii in der erfor- 
derlichen Weise versehen. Die mil rippenformigen Ansaizen 
versehenen Abschniiie des Aufnahmeelementes 2 sind mil 
einer Reihe von Kerben 41 versehen. 

Fig. 5 ist eine Schnitiansichl des in Fig. 4 gezeigien Auf- 
nalinieelenienies 2 entlang der Schnitilinie 5-5. Wie dies in 
Fig. 5 gezeigl isi, ist jeder Fingerabschnilt 42 derart ausge- 
bildet, daB der Aufnahmeelement-Boden 44 des Fingerbe- 
reiches 42 geringfiigig breiter als die Oberseite 46 ist. Die 
rippenformigen Aufnahmeelemeni-Ansatze 32 sind derart 
ausgebildet, daB sie sich nach oben und nach auBen von den 
Seiien des Aufnahmeelementes 2 ersireckcn. 

Fig. 6 isi eine Schniiiansichi des Aufnahmeelementes 2 
nach Fig. 4 entlang der Schnililinie 6-6. Wie dies in Fig. 6 
gezeigl isl, isl das Aufnahnicelenient 2 ahnlich wie der Fin- 
gerabschnilt 42 derart ausgebildet, daB der Boden 44 des 
Aulnahmeelemenies brciier als die Oberseiie 46 des Auf- 
nahnieelemenies ist, und die jeweiligen rippentorniigen An- 
saize 32 ersirecken sich nach oben und nach auBen von dem 
Aufnahmeelemeni 2. Es ist jedoch verslandlich, daB die 
Breiie des Bodens 44 des Aufnahmeelementes gleich oder 
kleiner als die Brcile der Oberseiie 46 des Aufnahmeele- 
meni es sein kann. Fig. 7 zeigi eine Seiicnansichl des Auf- 
nahmeelementes 2. 

Fig. 8 isl eine Draufsichi auf das Einsieckelemeni 4 der in 
den Fig. 1 bis 3 gezeigien Moduleinheii. Wic dies in Fig. 8 
gezeigl isu isl das Einsieckelemeni 4 eine Meiallplaiie, die 
einen Sourcc-Belesiigungsbereich 48 und ein Sleckbereich 
50 umfaBi. Der Source-Bcfcsiigungsbereich 48 ist auBer- 
halb des Gehauses 6 ausgebildet und wcist ein oder mehrere 
Befesiigungsbohrungen 40 auf, die cine Moglichkeii ergc- 
ben, die externcn Source-Anschliisse hcrzustellen und die 
Moduleinheii an einem anderen Gegensiand zu bcfcsiigcn. 
Der Sleckbereich 50 ist im Inneren des Gehauses 6 ausgebil- 
del und ergibi eine zweckmiiBige Sielle zur Anbringung der 
Sourcc-Bcrciche 12 der Eeldcffekiiran.sjsiorcn 8 "iiber 
Source-Drahikoniakiierungcn 14. 

Fig. 9 zcigi cine Schniiiansichi des Sicckbcrcichcs 50 des 
Einsicckclemenles 4 enilang der Schnililinie 9-9. Der Sleck- 
bereich 50 ist deran ausgcbildeu daB der Boden 52 des Ein- 
sieckelementes breiier als die Oberseiie 54 des llinsieckele- 
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mentes ist. Die rippenfomiigen Einsteckelement-Ansatze34 
sind entlang der Seiten des Einsteckelenientes 4 derart aus* 
gebildct. dais sic sich von der Unterseiie 52 des Einstcckele- 
menies nach oben und nach auBen ersirecken. Die Rreiic des 
Bodens 52 des Einsicckclenicnics kann gieich oder kieiner 
als die Brciie der Obersciie 54 des Einsieckeleinenies sein. 
Fig. 10 isi eine Seiicnansichi des in Fig. 8 gezeigten Ein- 
steckelenientes 4. Unier Vcrwcndung geeigneier Fcldctleki- 
transisioren 8 kann cine Schalicr-Moduleinheii geschatlen 
wcrdcn, die Sironic von niehr als 1.000 Ampere schahen 
kann. 

Die Fig. 11 bis 16 /eigen eine zweiic Ausfuhrungsroriii 
der vorlicgcnden Hrfindung, wobci die Fig. 11 bis 13 cine 
Draufsichi, cine Schniiiansichi entlang der Linie 12-12 nach 
Fig. 1 1 bzw. cine Sciicnansichi eincr abgeandcrtcn Ausfiih- 
rungsfonu des Aufnahnieelenienics 2 sind, wahrend die Fig. 
14 bis 16 eine Draufsichi, eine Schniiiansichi enilang der Li- 
nie 15-15 nach Fig. 14 b/.w. cine Scitenansichl ciner abgean- 
dcrtcn Ausriihrungst'onii des Einsteckelenientes 4 zeigen. 
Aus Grunden der Klarhcit wcrdcn lediglich die Teile der 20 
zwcitcn Ausl'Lihrungslbnii bcschriebcn, die sich von denen 
der ersicn Ausfiihrungsfonn unicrscheiden. Wie dies in den 
Fig. 1 1 bis 16 gezcigl isl, sind die rippenlorniigen Aufnah- 
nieclemcni-Ansaize 32 und liinsicckclenicm-Ansaize 34 der 
crslen Austuhrungsiunii durch syniinelrische rippenloniiige 25 
Aufnahmeelenicni-Ansaizc 56 und synimeirische Einstcck- 
elenieni-Ansalze 58 erscizi. Wie dies ausluhrlichcr in den 
Fig, 12 und 15 gczcigt isi. ersirecken sich die syniniciri- 
schen rippenfoniiigen AufnahnieelcTneni-Ansai/e 56 und 
die syninieirischen rippenfoniiigen Einsieckelenienl-An- 30 
satze 58 von dcrn Aufnahnieclenient 2 bzw. von dem Ein- 
sieckelcnient 4 nach auBen. derart. daB die Obersciie der rip- 
pcnformigcii Ansatzc und die Unterseiie der rippenfomiigen 
Ansaize unj Ebencn 57 und 59 syninteirisch sind, die in der 
Miite zwischen der Unterseiie und der Obersciie des Auf- VS 
nahnieeleinenies 2 und des Einsieckclenienies 4 hegen. Die 
rippenloniiigcn Ansatzc der zwcilen Ausfuhrungsfonn wci- 
sen eine deranige I'onn auf, daB die AuBenseiien der rippen- 
foniiigen Ansaize parallel zu den Sciicn des Aufnahnieele- 
nienics 2 und des liinsieckelemenics 4 sind, und daB ihre 40 
Hohe (Dicke) kieiner als die Hohe (Dickc) des Aufnahnie- 
elenienics 2 und des Hinsieckclcmcnies 4 isi. Graie 60 lic- 
gen zwischen dcrn Tlauplkorper des Aufnalinieclenienies 2 
und des liinsicckclcnicnics 4 und den AuBcnieilcn der syni- 
nieirischen rippcnfoniULien Aufnahnicclcnicnt-Ansiitzc 56 45 
und den symnictrischcn rippcnlbniiigen liinsicckelcnieni- 
Ansaizen 58, und sic sind in Langsrichlung enilang der Sei- 
ten des Aufnahiiicelcmenis 2 und des liinsieckieils 4 ange- 
ordncl. 

P'ig, 17 /eigl die Anordnung einer An/.ahl von Schaller- 50 
Moduleinheiien der ersicn und zweiien Ausfiihriingsfonuen 
zur SchalYung einer Dreiphasen-Invenersirukiur mil hoher 
Lcisiung und geringen Abniessungen. Wie dies in Fig. 17 
gczcigt ist, sind die Schaher-Moduleinheilen derart ange- 
ordnct, dali die abwechselnden Liinstcckctenientc 4 und Auf- 55 
nahnieclcnienie 2 cickirisch mil cineni aus Mciall bcsichen- 
dcn genicinsamen Verbinder 62 verbunden sind. In iihnli- 
chcr Weisc und in abwechsclndcr Wcise sind die Aufnahnie- 
elcmente 2 und Minsicckelcmenie 4 cickirisch nn\ posiliven 
Vcrbindem 64 bzw. ncgativcn Vcrbindcrn 66 dcran verbun- 6») 
den, daB ein Aufnahnicclcnicni 2 cickirisch mil eineni posi- 
liven Verbinder 64 und cin liinsicckelenieni 4 cickirisch mil 
cineni ncgaiiven Verbinder 66 verbunden isi. Mine Anzah! 
von Schalicr-Moduleinhciicn kann in nichi gczeigier Weisc 
iiber cin Verbindungsici! in Rcihc gcschaliei scin. 65 

Die hier beschricbcnc l-nindung crgibi cine elckironische 
I'linzclschalier-Moiiulcinhcii. die liic Voncilc hat. iluB sic 
kompaki und robusi isi und in lier Lage isi, sehr hohe Sirom- 
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lasien zu schalten, wahrend sich gleichzeiug ausgezeichnete 
Wamichaushall-Eigenschaflcn ergeben. Unlcr Vcrwcndung 
geeigneier Feldeffekttransisior-Bausteinc, zuni Beispiel mil 
der GroBe "4", kann die Moduleinheit Sirome von niehr als 
5 1 .000 Ampere schalien. Diesc Eigenschafien sind insbcson- 
derc zur Vcrwendung in Fahrzcug-Mcioranwendungen ge- 
eignei, bei denen das Schalien groBer Sirome in vielen Fal- 
len ertorderlich isi. Der Errtndung isl ttexibel genug, daniil 
die Schallsirom-Iiigcnschaficn und die Kosien auf eine spc- 
10 zicllc Anwendung dadurch zugeschniiicn wcrdcn konncn, 
daB die Anzahl der in der Schalicr-Moduleinhcit angcordne- 
icn FcldelYekiiransisiorcn enisprechend gewahll wird. 

Wciicrhin sind bei alien vorsichendcn Ausfiihrungsfor- 
inen die Anordnung des Source-Anschlu6punklcs und des 
^ Drain-AnschluBpunktes derart, daB eine Anzahl von Einzel- 
schallcr-Moduleinheilcn sehr Icichi seriell oder parallel ver- 
bunden werden kann, um die Moduleinheii an eine be- 
siinimic Anwendung anzupasscn. 

Obwohl die Erfindung anhand spczieller Ausfiihrungsfor- 
men bcschriebcn wurde, sind vielfaliige Abanderungen und 
Modifikaiionen sowie andere Anwendungen fiir den Fach- 
niann ohne weiieres ersichilich. 

Paicnlanspriiche 

1. Elekironischc SchaUcr- Moduleinheii mil eineni Ge- 
hause und mil einer Grundplaiie, auf der Halbleiier- 
Schalielemenie angeordnet sind. dadurch gekcnn- 
zeiclinet, daB die Grundplatic durch ein ersies cick- 
irisch Iciicndcs Element (2) und cin zwciies cickirisch 
leiicndcs Eicment (4) gebildct isi, die so ausgebildci 
sind, daB sic ineinandergreilcn, ohne daB sich ein me- 
chanischcr Konlakt zwischen den cickirisch Iciicndcn 
Elemcnten (2, 4) ergibi, wobci das crstc cickirisch lei- 
lende Element (2i und das zwciic cickirisch Iciicnde 
Elemeni (4) in einer ebenen Beziehung zueinander an- 
geordnet sind, daB das Gehiiuse (6) ein Innenvolumen 
umgrcnzi und aus Isolicnuaierial besiehu wobci das 
Gehiiuse so gefoniu isi, daB die ersicn und zwcilen 
cickirisch leiienden Elenienie (2, 4) in der cbcncn An- 
ordnung befesiigi werden, daB die Halbleiicr-Schalt- 
clcmente durch zuniindcsi ein Malblciicrplaiichcn (8) 
gebildct sind, das cine crstc Sciie, die an cincm der er- 
sicn und zwcitcn cickirisch Iciicndcn nicmenic (2, 4) 
bcfcsiigl ist und mil diescn in cicktrischcm Koniaki 
sichi, und cine zwciie Scitc aufwcisi, die cickirisch mil 
dcm andercn der ersicn und zwcilen cickirisch Iciicn- 
dcn 1-lcnicnie gekoppeli isi. 

2. Modul-Einhcil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB die ersicn und zwcilen cickirisch Iciicn- 
dcn Elenienic (2, 4) jcwcils rippenloniiige Ansiii/c (32, 
34) aufweiscn, die auf zumindcsi cincm Teil eines Um- 
fangcs der ersicn und zwcitcn cicktrisch iciicndcn lilc- 
mcnte angeordnet sind, wobci die rippenfomiigen An- 
siiizc (32, 34) in das Isolicnuaierial des Gehauses (6) 
cingcfoniii sind. 

3. Modul-liinhcii nach Anspruch 2, dadurch gckenn- 
zeichncl, daB die rippenfoniiigen Ansaize enilang je- 
wciliger ineinandergrcifendcr Teile ein angcnahcrl an- 
grcnzendes Teil in Langsrichlung enilang zumindcsi ei- 
nes Teils des des Umfangs der crsicn und zwcilen cick- 
irisch Iciicndcn Elemcnic (2, 4) bildcn. 

4. Modul-1-inhcil nach Anspruch 2, dadurch gckcnn- 
z-cichnei, daB die rippenfoniiigen Ansiii/c im wcscni li- 
chen koniinuicrlich enilang des Umfanges der ineinan- 
dergreilcn den Abschnille sowc^^hl des crslen als aueh 
des zwcilen cicklri.sch Iciicndcn lilcmcnics angcordnci 
sind. 
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5. Modul-Hinhcii nach cineni der Anspruche 2 bis 4, 

dadurch gckcnn/.cichnci, daR sich die rippcnlonnigcn 
IiinsiiJ/c (32. 34) von /uinincicsi cincin dcr crsicn und 
/W'ciicn clckiri>;ch Iciicndcn I'icnicnic aiis nach obcn 
unit njcli auBcn crsi reckon. 3 

6. Mcxlul-liinheil nach einein der AnsprLiehe 2 bis 4, 
dadurch iickcnn/.eichnei. dal.^ die rippenlbniiiiicn An- 
siii/e (56. 5X) synimeinsch /.u einer liberie (57, 59) an- 
gcordnei sind. die in der Mine /wischen der Obersciie 
und dcr Unicrseile jedes der ersien und /wciien ciek- lo 
irisch leiienden lilcmcnie (2, 4) Iics:i. 

7. .Vl<.xlul-?{inheif nach Anspruch (y. dadurch «»ckcnn- 
/.eichnei, tiaB die l^icke der rippenlormitien An.sai/.e 
(56. SH) kiciner uh tlie Dicke tier ersien und /ueiien 
eleklriscli leiienden I'ienienie (2. 4i isi. IS 

8. .Vlixiul-l'inheii nach eineni dcr vorher^ehenden An- 
sprLiclie, dadurch iiekenn/.eichneu daM die ersien und 
/.wcitcn cickirisch leiienden l-leinenic (2. 4) ieweils 
cine ersic Seite untl cine ilcr crsicn .Sciie iieiienLiberlic- 
gende Seiie aulweisen, wobei /uniindcst cin Toil dcr 20 
crsicn Seiie des ersien cickirisch Iciicmicn I-lcmcnics 
und /.uinindesi cin Tcil tier crsicn Sciic dcs /wciicn 
cickirisch leiienden I'Icnicnics hrciicr al> die jcwciliiic 
/.wciic Sciie isi. 

9. M^.xiul-I:inhcii fuclr crrietii tier vt>rlicrt;clicridcfi An- 2.S 
spruche, dadurcii iiekcnn/cichnei. dal* liie Ilulblcilcr- 
Bauieile 1 'elilerieknrjnsisiorcn (8) sind. 

10. Modui-liinheii nach .Anvpruch ^J. liadurch «iekenn- 
/.eichnei, dali die 1 eliicllckiiransistorcn (X) juT eineni 
nalbleiicr]->!anchcn dcr (IroLV 4 jusiJcbiMci sinti, und 
daB die Modulemhcit cickinschc Sironic \on mehr als 
l.OtK) Ampere schaliel. 

11. Modul-Minhcii nach cittciu ilci voriicriiclicndcn 
Anspruche. daiiurch cckcnn/cichnci, ilaH sic wcilcrhin 
cine uciiriickic I.eiicq^laiic auiwcisi. ui^bci die ec- 
druckic lATiicrplaiic irn Inncnvolutiicn tics Cichiiuscs 
'an^corilnci isi. und in cIckirischcMi Koniak: mil licni 
/.ujnindcsi cinen Halbleiicrpljlichcn McJii 

12. Moiiul-l;inheit nach eineni ilcr \orheri:ehenden 
Anspruche. dadurch i:ekcnn/eichneL ilal* itie M^xlul- 4i) 
cinhcii in einen VuMhicnnuncvm»»iv»r cincclUL:! i>l. 

\^. M^xiiil-l: inhcii nacii eineni der w«rherv:ehenden 
Anspriiciic. ilaviurch i^ckcnn/cichnci . dal^ eine An/.aiil 
der Moduleinheiicn elckiriseh iniicinandcr vcrbunden 
isi, uni cine I)re:[^liascn- [nvcnersirukiur iinl hohcr I.ci- -4** 
siuni: und iicriniicn Ahnicssuniicn /u hi Men. 
14. lilckirimischc Schalcer-MiHlulcinhcil /ur Vcrucn- 
duni: mil cincm Vcrhrcnnuni:Mi;t>i»»r. mil cmcriirund- 
plailc und mil cineiu < x-hause. in dci.i JIalblcilcr- 
.Schallclcnienie anceordnci sind. tladurch cekcnn/.cich- S») 
nci. ilal.> ilie ( irnndplaiie -.nw ineina-i.lerjr.Mlenilon Tei- 
len (2. 4) besichi. vlic cin cickinscli Iciiendes l-insicck- 
elcineni (4) und cin elckiriscli Iciiendes Aulnahiuecle- 
iiieni (2) unilassen. viic sv> ausi!chiK:ei sind. ilaL> sic ver- 
schachich ineinanderiireilen. jcd^v:! nich; in niechani- .s> 
schen Koniaki niiieinander i:elan::en. vlaL^ das cick- 
irisch leiiende 1 linMcckclcineni <4) unil das cickirisch 
Iciiende Au: nahiueelenieni (2 J in eincr cr»cren fie/ic- 
huni? /ueinander anirconlncl sind. daLi das ( ichausc (6» 
cin Innenvoluinen unji;rcn/! und au% Iv^licrinaicrial be- 
slchl, wvibei ilas Clchausc s*^ i:elonni is:, ilal^ cs itas 
clckiriscli leiiende l:insicckclci:icni i4i und lias cick- 
irisch lenende .Aulnahmcclcmcri (2» in ilcrcbcncn An- 
onlnunt! lesileLii, daB /umindesi cin Ilalblciicrplaii- 
chcn w^rceschcn isi, das einc crsic Sciic. die aul tlcin 
cickirisch leiienden l-insieckeieineni (4) *Hler vleni 
clckiriNcii leiienden .Aul njhi:ieclenieni i2j belcsii^: is: 
und nr.i dieseni in elcktnschen Ki>niaki sichi. und cine 
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zweiie Seiie aufweist, die elekirisch mil dem elektrisch 
leiienden Aufnahnieteil (2) odcr deni elekirisch leiien- 
den Einsicckelemeni (4) gckoppcli isi. 

15. Moduleinhcil nach Anspruch 14, dadurch gekcnn- 
/.cichncl, daB das z^uniindesi eine Halblciierplaiichen 
cincn I cldcffeki transistor (8) bildel. 

1 6. Moduleinheit nach eineni dcr vorhergehcndcn An- 
spruche, dadurch gckcnn/.cichnet, dalS da.s elektrisch 
Iciicndc liinsicckclcnicni (4) die I*onn cines "T" auf- 
wcist, und dati das cickirisch Iciicndc Aurnahiiicclc- 
nicnt (2) die l*orni cincs "U" aufwcisl. 

17. Mcxiulcinhcil nach Anspruch 16, dadurch gckcnn- 
/richnei, daB dcr /.utnindcsi einc FcIdclTckt transistor 
(8) an deni elcliirisch leiienden liinstcckclcnicnt (4) bc- 
fesiigi isi. 

18. Moduleinhcil nach Anspruch 16, dadurch gckenn- 
/richnci, daB der xuniindcsi einc FeldctTcki transistor 
an deni cickirisch leiienden Aufnahnicclenicni (2) be- 
fesiigi isi. 

1 9. Moduleinhcil nach eincin dcr Anspriichc 14 bis 1 7. 
dadurch gckcnnzeichnei, daS die Moduleinhcil wcitcr- 
bin cine gcdruckic I^nicrplattc autwcist. die in dcni In- 
ncnvolutiicn dcs Gchauscs angcordnei isi, und in clek- 
irischcni Kontakt mil dcni zuniindest einen Ilalblciier- 
plallchcn .slchl, wobci die Lcilcrplailc an dcm elek- 
trisch leiienden Hinsieckclenient (4) belestigl isi. 

20. Moduleinhcil nach cineni der Anspriichc 14 bis 19. 
dadurch gckcnn/.cichnct. die elektrisch leiienden Ein- 
sieck- und Aul'nahmeclcnicntc (4, 2) jewcils rippcnlor- 
niige Ansiii/.c aut wcisen, die auf /uniindcst cine in Tcil 
dcs Uiiifangcs dcs cickirisch leitendcn Einstcck- und 
Aurnahnicclcnienics (4, 2) angeordnet sind, und dal5 
ilic rippciilorniigen Ansat/.c in das Isolicrinalcrial des 
Cjchiiuscs (6) cingcfonni sind. 

21. Moduleinhcil nach Anspruch 20, dadurch gckcnn- 
/x:ichnci, dai3 sich die ripjxjnlomiigcn Ansaize von zu- 
niindest cineni dcr Minsicck- und Aurnahincelenicnte 
(4, 2) nach auBcn und nach obcn crsirccken. 

22. Moduleinhcil nach Anspruch 20, dadurch gckcnn- 
/richnei, daB jedes der elekirisch leiienden liinsieck- 
und Aurnahnicelemenie eine crsic Seiie und cine 
/.U'ciie, der ersien Seiic gegcnLiberlicgende, Sciie auf- 
wcisl. und daB die rippenfonnigen Ansalzc (56. 58) 
synmicirisch uin einc libene (57, 59) hcruni angcordnei 
sind, die in dcr Mine zwischcn dcr crsten Sciie und dcr 
/.wciicn Scitc jcdcs dcr elektrisch leiienden liinslcck- 
und Aurnahnic*clcmcnic (4. 2) licgr. 
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